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東大物性研 中 村 輝 太 郎
§1.光 散 乱
光散乱の過程においては,運動量およびェネルギーが保存する :
kL-ks ± qi=I: J I
? ????????





十I-i- - -i --
S(- q)-憲‡<n(W)> + lI-7m x(W･q)
光散乱は中性子散乱と異 り, q～0におけるxtaJ,q)を与える｡
§2. フォノンによる光散乱
単一振動子に対するレスポンス関数は
x(- q)- Ⅹ(伽Z-W2+2iZlq伽)-1
で与えられるから,散乱強度は
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